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照射前 400 Hv
H2 I shot 358 Hv 373]Hv
N21 ShOt334 Hv 346 Hv















照射前 38]Hv 157 Hv
H21 ShOt728 Hv 151 Hv
とによると考えられる。
表Ⅱは、銅及び軟鉄ターゲットの照射前後のビッカース硬度を示す。軟鉄についてはほと
んど硬度の変化は見られないのに対して、銅は大幅に硬度が向上した。XRDによるターゲッ
トの評価を行つた結果、銅については220面、200面、111面について2…2.5倍のピーク強度
の向上が観測された。また、軟鉄については照射後 110面のピーク強度の 1.5倍程度の向上が
観測された。
以上、本年度の研究結果の要点を記述した。ビーム発生技術に関してはパルスイオンビー
ム発生装置の改良の結果、パルスイオン注入に必要なビーム条件を実現することが出来た。
一方、ビーム照射実験の結果から、各種材料の表面状態を変化させることが出来ることを示
すことが出来た。今後は、半導体全のイオン注入効果の評価を目指した研究を行つていきた
い。
(4)プロジェクト成果の応用 ・効果 0構想
本研究の目的である半導体へのパルスイオン注入に加えて、金属等各種の材料の表面改質
への応用の可能性が示された。この結果に基づき、機械工具等への本技術の応用に向けた研
究を平行して推進したい。
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